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(57) Abstract: The invention relates to an optoelectronic component comprising a first optoelectronic semiconductor chip designed
to emit light with a wavelength in the infrared spectral range. The optoelectronic component also comprises a second optoelectronic
semiconductor chip designed to emit light with a wavelength in the visible spectral range. The optoelectronic component comprises a
reflector body with an upper side and a lower side. The reflector body comprises a cavity open towards the upper side. A wall of the
cavity forms a reflector. The first optoelectronic semiconductor chip is arranged on a bottom of the cavity.

(57) Zusammenfassung: Ein optoelektronisches Bauelement umfasst einen ersten opto- elektronischen Halbleiterchip, der dazu aus-
gebildet ist, Licht mit einer Wellenldnge aus dem infraroten Spektralbe- reich zu emittieren. Auflerdem umfasst das optoelektronische
Bauelement einen zweiten optoelektronischen Halbleiterchip, der dazu ausgebildet ist, Licht mit einer Wellenldnge aus dem sichtbaren
Spektralbereich zu emittieren. Das optoelektroni- sche Bauelement weist einen Reflektorkérper mit einer Ober- seite und einer Unter-
seite auf. Der Reflektork&rper weist ei- ne zu der Oberseite gedftnete Kavitdt auf. Eine Wandung der Kavitét bildet einen Retlektor.
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Der erste optoelektronische Halbleiterchip ist an einem Grund der Kavitét angeordnet.
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OPTOELEKTRONISCHES BAUELEMENT UND VERFAHREN ZUM BETREIBEN
EINES OPTOELEKTRONISCHEN BAUELEMENTS

BESCHREIBUNG

Die vorliegende Erfindung betrifft ein optoelektronisches
Bauelement sowie ein Verfahren zum Herstellen eines opto-

elektronischen Bauelements.

Diese Patentanmeldung beansprucht die Prioritat der deutschen
Patentanmeldung DE 10 2016 117 523.4, deren Offenbarungsge-

halt hiermit durch Bezugnahme aufgenommen wird.

Aus dem Stand der Technik sind optoelektronische Bauelemente
mit im nahinfraroten Spektralbereich emittierenden Strah-
lungsquellen bekannt. Es ist bekannt, dass die von solchen
optoelektronischen Bauelementen emittierte Strahlung fir
menschliche Beobachter wahrnehmbar ist, insbesondere dann,
wenn die Strahlungsquelle im Pulsbetrieb angesteuert wird.

Dies kann als stdrend empfunden werden.

Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, ein
optoelektronisches Bauelement bereitzustellen. Eine weitere
Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, ein Verfah-
ren zum Betreiben eines optoelektronischen Bauelements anzu-
geben. Diese Aufgaben werden durch ein optoelektronisches
Bauelement und durch ein Verfahren zum Betreiben eines opto-
elektronischen Rauelements mit den Merkmalen der unabhangigen
Anspriiche geldst. In den abhdngigen Anspriichen sind verschie-

dene Weiterbildungen angegeben.

Ein optoelektronisches Rauelement weist einen optoelektroni-
schen Halbleiterchip auf, der dazu ausgebildet ist, Licht mit
einer Wellenlange aus dem infraroten Spektralbereich zu emit-
tieren. Das optoelektronische Bauelement weist aullerdem einen
zweiten optoelektronischen Halbleiterchip auf, der dazu aus-
gebildet ist, Licht mit einer Wellenldnge aus dem sichtbaren

Spektralbereich zu emittieren. AuBerdem weist das optoelekt-
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ronische BRauelement einen Reflektorkdrper mit einer Oberseite
und einer Unterseite auf. Der Reflektorkdrper weist eine zu
der Oberseite gedffnete Kavitat auf. Eine Wandung der Kavitat
bildet einen Reflektor. Der erste optoelektronische Halb-

leiterchip ist an einem Grund der Kavitat angeordnet.

Vorteilhafterweise kann bei diesem optoelektronischen Bauele-
ment von dem zweiten optoelektronischen Halbleiterchip emit-
tiertes Licht mit einer Wellenlange aus dem sichtbaren Spekt-
ralbereich von dem ersten optoelektronischen Halbleiterchip
emittiertes Licht mit einer Wellenldnge aus dem infraroten
Spektralbereich fiir einen menschlichen Beobachter maskieren,
also lUberdecken. Dadurch wird von dem ersten optoelektroni-
schen Halbleiterchip emittiertes Licht mit einer Wellenlange
aus dem infraroten Spektralbereich von einem Beobachter nicht

als stdorend empfunden.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
weist der Reflektorkdrper an einem Grund der Kavitat einen
ersten Durchbruch auf, der sich zwischen der Unterseite des
Reflektorkodrpers und der Kavitat erstreckt. Dabei ist der
erste optoelektronische Halbleiterchip in dem ersten Durch-
bruch angeordnet. Vorteilhafterweise kann der Reflektorkdrper
dadurch einfach und kostengiinstig aufgebaut sein. Dabei kann
eine elektrische Kontaktierung des ersten optoelektronischen

Halbleiterchips von unterhalb des Reflektorkdrpers erfolgen.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
weist dieses einen Trager auf. Dabei ist der Reflektorkorper
derart auf dem Tradger angeordnet, dass die Unterseite des Re-
flektorkdrpers dem Trager zugewandt ist. Der erste optoelekt-
ronische Halbleiterchip ist dabei auf dem Trédger angeordnet.
Vorteilhafterweise erméglicht der Trager eine einfache elekt-
rische Kontaktierung des ersten optoelektronischen Halb-
leiterchips des optoelektronischen Bauelements. Dadurch ist
das optoelektronische Bauelement vorteilhafterweise einfach,
kostenglinstig und mit kompakten duBReren Abmessungen herstell-

bar.
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In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
weitet sich die Kavitat zur Oberseite des Reflektorkdrpers
trichterfdérmig auf. Vorteilhafterweise kann der durch die
Wandung der Kavitat gebildete Reflektor dadurch von dem ers-
ten optoelektronischen Halbleiterchip des optoelektronischen
Bauelements emittiertes Licht mit einer Wellenlange aus dem
infraroten Spektralbereich bindeln. Beispielsweise kann durch
den Reflektor des optoelektronischen Bauelements von dem ers-
ten optoelektronischen Halbleiterchip emittiertes Licht zu

einem Parallelstrahl gebiindelt werden.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
weist dieses eine optische Linse auf, die an der Oberseite
des Reflektorkdrpers angeordnet ist. Vorteilhafterweise kann
die optische Linse eine Strahlformung des durch den ersten
optoelektronischen Halbleiterchip des optoelektronischen Bau-
elements emittierten Lichts mit einer Wellenldnge aus dem
infraroten Spektralbereich bewirken. Reispielsweise kann
durch die optische Linse des optoelektronischen Bauelements
von dem ersten optoelektronischen Halbleiterchip emittiertes

Licht in einen festgelegten Raumbereich fokussiert werden.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
weist die Linse einen kegelfdrmigen Linsenabschnitt auf, der
sich in die Kavitat des Reflektorkdrpers erstreckt. Vorteil-
hafterweise ergibt sich dadurch eine besonders kompakte und

unempfindliche Bauform des optoelektronischen Bauelements.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
weist dieses einen sich von der Unterseite des Reflektorkdr-
pers zu der Oberseite des Reflektorkdrpers durch den Reflek-
torkdrper erstreckenden Lichtleiter auf. Dabei ist der Re-
flektorkdrper derart lUber dem zweiten optoelektronischen
Halbleiterchip angeordnet, dass von dem zweiten optoelektro-
nischen Halbleiterchip emittiertes Licht an der Unterseite
des Reflektorkdrpers in den Lichtleiter gelangt. An der Ober-

seite des Reflektorkdrpers kann Licht aus dem Lichtleiter
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austreten. Vorteilhafterweise ermdglicht es der Lichtleiter,
das dem zweiten optoelektronischen Halbleiterchip emittierte

Licht zur Oberseite des Reflektorkdrpers zu leiten.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
ist Uber der Oberseite des Reflektorkdrpers ein Ablenkelement
so angeordnet, dass aus dem Lichtleiter austretendes Licht in
die optische Linse abgelenkt wird. Vorteilhafterweise kann
die optische Linse bei diesem optoelektronischen Bauelement
eine Mischung des durch den ersten optoelektronischen Halb-
leiterchip des optoelektronischen Bauelements emittierten
Lichts mit einer Wellenladnge aus dem infraroten Spektralbe-
reich mit dem durch den zweiten optoelektronischen Halb-
leiterchip des optoelektronischen Bauelements emittierten
Licht mit einer Wellenlange aus dem sichtbaren Spektralbe-
reich bewirken. Eine gute Durchmischung des Lichts kann dabei
durch interne Reflexionen in der optischen Linse des opto-
elektronischen BRauelements erreicht werden. Vorteilhafter-
weise kann durch eine gute Durchmischung des Lichts mit einer
Wellenldnge aus dem infraroten Spektralbereich und des Lichts
mit einer Wellenldnge aus dem sichtbaren Spektralbereich eine
wirksame Maskierung des Lichts mit einer Wellenlange aus dem

infraroten Spektralbereich erzielt werden.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
ist das Ablenkelement durch eine an der optischen Linse ange-
ordnete reflektierende Schicht gebildet. Dadurch weist das
optoelektronische Bauelement einen besonders einfachen Aufbau
mit einer nur geringen Anzahl an Einzelkomponenten auf,
wodurch es vorteilhafterweise einfach, schnell und kosten-

ginstig herstellbar ist.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
ist die Unterseite des Reflektorkdrpers iiber einer Oberseite
des zweiten optoelektronischen Halbleiterchips angeordnet.
Vorteilhafterweise wird dadurch verhindert, dass wvon dem
zwelten optoelektronischen Halbleiterchip emittiertes Licht

mit einer Wellenldnge aus dem sichtbaren Spektralbereich auf
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direktem Weg zu einem menschlichen BReobachter gelangt. An-
dernfalls ware der zweite optoelektronische Halbleiterchip
als separate, von dem ersten optoelektronischen Halbleiter-
chip beabstandete Lichtquelle erkennbar, was mit einer nur
unvollstadndigen Maskierung des von dem ersten optoelektroni-
schen Halbleiterchip emittierten Lichts mit einer Wellenlédnge
aus dem infraroten Spektralbereich einhergehen konnte. Durch
die Anordnung der Unterseite des Reflektorkdrpers lber der
Oberseite des zweiten optoelektronischen Halbleiterchips wird
erreicht, dass sich von dem zweiten optoelektronischen Halb-
leiterchip emittiertes Licht mit einer Wellenlange aus dem
sichtbaren Spektralbereich mit von dem ersten optoelektroni-
schen Halbleiterchip emittiertem Licht mit einer Wellenlange
aus dem infraroten Spektralbereich vermischt, bevor es zu ei-

nem Beobachter gelangt.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
ist an der Unterseite des Reflektorkdrpers eine kanalfdrmige
Aussparung ausgebildet. Dabei erstreckt sich der erste Durch-
bruch zu der kanalformigen Aussparung. Der zweite optoelekt-
ronische Halbleiterchip ist in der kanalfdrmigen Aussparung
angeordnet. Hierdurch wird erreicht, dass von dem zweiten
optoelektronischen Halbleiterchip emittiertes Licht mit einer
Wellenldnge aus dem sichtbaren Spektralbereich durch die ka-
nalfdérmige Aussparung zu dem ersten Durchbruch und dem dort
angeordneten ersten optoelektronischen Halbleiterchip gelan-
gen kann, wo es sich mit von dem ersten optoelektronischen
Halbleiterchip emittiertem Licht mit einer Wellenladnge aus
dem infraroten Spektralbereich vermischen kann. Hierdurch
wird vorteilhafterweise eine wirksame Maskierung des durch
den ersten optoelektronischen Halbleiterchip emittierten
Lichts durch das durch den zweiten optoelektronischen Halb-

leiterchip emittierte Licht erreicht.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
ist der zweite optoelektronische Halbleiterchip am Grund der
Kavitat angeordnet. Vorteilhafterweise kann eine Mischung des

durch den ersten optoelektronischen Halbleiterchip emittier-
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ten Lichts und des durch den zweiten optoelektronischen Halb-
leiterchip emittierten Lichts dadurch in der Kavitat des

optoelektronischen Bauelements erfolgen.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
weist der Reflektorkdrper einen zweiten Durchbruch auf, der
sich zwischen der Unterseite des Reflektorkdrpers und der Ka-
vitat erstreckt. Dabei ist der zweite optoelektronische Halb-
leiterchip in dem zweiten Durchbruch angeordnet. Bei dieser
Ausfiihrungsform des optoelektronischen Bauelements kann sich
von dem zweiten optoelektronischen Halbleiterchip emittiertes
Licht mit einer Wellenlange aus dem sichtbaren Spektralbe-
reich in dem durch die Wandung der Kavitat gebildeten Reflek-
tor mit von dem ersten optoelektronischen Halbleiterchip
emittiertem Licht mit einer Wellenldnge aus dem infraroten

Spektralbereich vermischen, um dieses zu maskieren.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
weist die Kavitadt einen ersten, sich trichterformig zur Ober-
seite des Reflektorkdrpers aufweitenden Abschnitt und einen
zweiten, sich trichterfdérmig zur Oberseite des Reflektorkdr-
pers aufweitenden Abschnitt auf. Dabei sind der erste Ab-
schnitt und der zweite Abschnitt einander lberlagert. Der
erste Durchbruch ist am Grund des ersten Abschnitts der Kavi-
tdt angeordnet. Der zweite Durchbruch ist am Grund des zwei-
ten Abschnitts der Kavitdt angeordnet. Vorteilhafterweise
kann der durch die Wandung der Kavitat gebildete Reflektor
bei dieser Formgebung der Kavitat eine besonders wirksame
Durchmischung des von dem zweiten optoelektronischen Halb-
leiterchip emittierten Lichts mit dem von dem ersten opto-

elektronischen Halbleiterchip emittierten Licht bewirken.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
weist dieses ein optisches Element auf, das in der Kavitat so
angeordnet ist, dass von dem ersten optoelektronischen Halb-
leiterchip emittiertes Licht und von dem zweiten optoelektro-
nischen Halbleiterchip emittiertes Licht zumindest teilweise

in das optische Element gelangt. Dabei ist das optische Ele-
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ment ausgebildet, von dem ersten optoelektronischen Halb-
leiterchip emittiertes Licht und von dem zweiten optoelektro-
nischen Halbleiterchip emittiertes Licht zu mischen. Vorteil-
hafterweise kann das optische Element dieses optoelektroni-
schen Bauelements eine Durchmischung des durch den ersten
optoelektronischen Halbleiterchip emittierten Lichts und des
durch den zweiten optoelektronischen Halbleiterchip emittier-
ten Lichts und dadurch eine Maskierung des durch den ersten
optoelektronischen Halbleiterchip emittierten Lichts mit ei-

ner Wellenlange aus dem infraroten Spektralbereich bewirken.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
weist das optische Element einen lichtdurchlédssigen Koérper
mit einer Oberseite und einer Unterseite auf. Dabei ist an
sich zwischen der Oberseite und der Unterseite erstreckenden
Seitenflachen des lichtdurchlassigen Kdrpers zumindest ab-
schnittsweise eine reflektierende Beschichtung angeordnet.
Bei diesem optoelektronischen Bauelement wird eine Durchmi-
schung des durch den ersten optoelektronischen Halbleiterchip
emittierten Lichts und des durch den zweiten optoelektroni-
schen Halbleiterchip emittierten Lichts durch ein- oder mehr-
fache Reflexion des in dem lichtdurchlissigen Korper des op-
tischen Elements gelangten Lichts an den Seitenfldchen des

lichtdurchlassigen Korpers erreicht.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
weist die Oberseite des lichtdurchlassigen Korpers eine Mik-
rostrukturierung auf. Diese Mikrostrukturierung kann vorteil-
hafterweise eine Auskopplung des in den lichtdurchlédssigen
Korper des optischen Elementes eingestrahlten Lichts an der
Oberseite des lichtdurchléadssigen Koérpers erleichtern. Dadurch
wird in den lichtdurchlédssigen Korper des optischen Elements
eingestrahltes Licht vorteilhafterweise im Wesentlichen an

der Oberseite des lichtdurchlassigen Kdrpers abgestrahlt.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
umfasst die Mikrostrukturierung eine Mehrzahl von Mikrolin-

sen. Die Mikrolinsen kénnen dabei beispielsweise in einer
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zweldimensionalen Matrixanordnung angeordnet sein. Vorteil-
hafterweise bewirkt die Mikrostrukturierung dann eine Aus-
kopplung von Licht an der Oberseite des lichtdurchlassigen
Korpers des optischen Elements und gleichzeitig eine Strahl-
formung des an der Oberseite des lichtdurchlassigen Korpers

ausgekoppelten Lichts.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
weist die Unterseite des lichtdurchlassigen Korpers eine Mik-
rostrukturierung auf. Vorteilhafterweise unterstiitzt die an
der Unterseite des lichtdurchlidssigen Korpers des optischen
Elements angeordnete Mikrostrukturierung eine Durchmischung
des von dem ersten optoelektronischen Halbleiterchip emit-
tierten Lichts und des von dem zweiten optoelektronischen
Halbleiterchip emittierten Lichts in dem lichtdurchlassigen

Korper des optischen Elements.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
ist der zweite optoelektronische Halbleiterchip am Grund der
Kavitat angeordnet. Dabei ist der lichtdurchlédssige Kérper
Uber dem ersten optoelektronischen Halbleiterchip und tber
dem zweiten optoelektronischen Halbleiterchip angeordnet. Die
Unterseite des lichtdurchlassigen Korpers ist dem ersten
optoelektronischen Halbleiterchip und dem zweiten optoelekt-
ronischen Halbleiterchip zugewandt. Dadurch wird von dem ers-
ten optoelektronischen Halbleiterchip und von dem zweiten
optoelektronischen Halbleiterchip emittiertes Licht bei die-
sem optoelektronischen Bauelement an der Unterseite des
lichtdurchlassigen Korpers in den lichtdurchlassigen Korper
des optischen Elements eingeleitet, wo es eine Durchmischung

erfahrt.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
ist der lichtdurchlédssige Korper Uber dem ersten optoelektro-
nischen Halbleiterchip angeordnet. Dabei ist die Unterseite
des lichtdurchlédssigen Korpers dem ersten optoelektronischen
Halbleiterchip zugewandt. Der zweite optoelektronische Halb-

leiterchip ist seitlich neben dem lichtdurchlassigen Korper
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angeordnet. Dabei ist eine Strahlungsemissionsseite des zwei-
ten optoelektronischen Halbleiterchips einer Seitenflache des
lichtdurchlassigen Korpers zugewandt. Bei diesem optoelektro-
nischen BRauelement wird von dem ersten optoelektronischen
Halbleiterchip emittiertes Licht mit einer Wellenladnge aus
dem infraroten Spektralbereich an der Unterseite des licht-
durchlédssigen Korpers des optischen Elements in den licht-
durchlédssigen Korper eingeleitet. Von dem zweiten optoelekt-
ronischen Halbleiterchip emittiertes Licht mit einer Wellen-
lange aus dem sichtbaren Spektralbereich wird von der Seite
durch eine der Seitenfldchen des lichtdurchlassigen Korpers
in den lichtdurchladssigen Korper des optischen Elements ein-
geleitet. In dem lichtdurchlassigen Korper des optischen Ele-
ments werden das von dem ersten optoelektronischen Halb-
leiterchip emittierte Licht und das von dem zweiten opto-
elektronischen Halbleiterchip emittierte Licht miteinander

gemischt.

In einer Ausfiihrungsform der Erfindung ist der zweite opto-
elektronische Halbleiterchip auf einer Oberseite des ersten
optoelektronischen Halbleiterchips angeordnet. Vorteilhafter-
weise werden das von dem ersten optoelektronischen Halb-
leiterchip emittierte Licht mit einer Wellenlange aus dem
infraroten Spektralbereich und das von dem zweiten optoelekt-
ronischen Halbleiterchip emittierte Licht mit einer Wellen-
ladnge aus dem sichtbaren Spektralbereich bei dieser Anordnung
von sehr nahe beieinander liegenden Quellorten abgestrahlt,
wodurch sich eine besonders gute Durchmischung des Lichts mit
einer Wellenlange aus dem infraroten Spektralbereich und des
Licht mit einer Wellenlange aus dem sichtbaren Spektralbe-
reich ergibt. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass die
Anordnung des zweiten optoelektronischen Halbleiterchips auf
der Oberseite des ersten optoelektronischen Halbleiterchips
besonders platzsparend ist, wodurch das optoelektronische

Bauelement kompakt ausgebildet sein kann.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements

weist eine Oberseite des zweiten optoelektronischen Halb-
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leiterchips eine geringere GrdBe auf als die QOberseite des
ersten optoelektronischen Halbleiterchips. Vorteilhafterweise
wird die lichtemittierende Oberseite des ersten optoelektro-
nischen Halbleiterchips dadurch nur zu einem geringen Teil
durch den zweiten optoelektronischen Halbleiterchip bedeckt.
Dadurch wird das von dem ersten optoelektronischen Halb-
leiterchip emittierte Licht mit einer Wellenlange aus dem
infraroten Spektralbereich nicht oder nur in geringem MaBe
durch den zweiten optoelektronischen Halbleiterchip abge-
schattet. Moglich ist auch, dass der zweite optoelektronische
Halbleiterchip auf einem nicht-lichtemittierenden Abschnitt
der Oberseite des ersten optoelektronischen Halbleiterchips

angeordnet ist.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
ist der zweite optoelektronische Halbleiterchip zumindest
teilweise transparent fir durch den ersten optoelektronischen
Halbleiterchip emittiertes Licht. Vorteilhafterweise kommt es
dann zu keiner oder nur zu einer geringen Abschattung des von
dem ersten optoelektronischen Halbleiterchip emittierten
Lichts mit einer Wellenlange aus dem infraroten Spektralbe-
reich durch den auf der QOberseite des ersten optoelektroni-
schen Halbleiterchips angeordneten zweiten optoelektronischen

Halbleiterchip.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
ist der zweite optoelektronische Halbleiterchip als volumen-
emittierender Halbleiterchip ausgebildet. Vorteilhafterweise
wird es dadurch erleichtert, das von dem zweiten optoelektro-
nischen Halbleiterchip emittierte Licht mit einer Wellenlange
aus dem sichtbaren Spektralbereich mit dem durch den ersten
optoelektronischen Halbleiterchip emittierten Licht mit einer

Wellenldnge aus dem infraroten Spektralbereich zu mischen.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
ist der zweite optoelektronische Halbleiterchip ausgebildet,
Licht mit einer Wellenldnge aus dem roten Spektralbereich zu

emittieren. Vorteilhafterweise bewirkt das von dem zweiten
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optoelektronischen Halbleiterchip emittierte Licht dadurch
eine besonders wirksame optische Maskierung des durch den
ersten optoelektronischen Halbleiterchip emittierten Lichts

mit einer Wellenldnge aus dem infraroten Spektralbereich.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
weist dieses einen dritten optoelektronischen Halbleiterchip
auf, der dazu ausgebildet ist, Licht mit einer Wellenlange
aus dem sichtbaren Spektralbereich zu emittieren. Bei diesem
optoelektronischen Bauelement dient auch das von dem dritten
optoelektronischen Halbleiterchip emittierte Licht mit einer
Wellenldnge aus dem sichtbaren Spektralbereich dazu, das von
dem ersten optoelektronischen Halbleiterchip emittierte Licht
mit einer Wellenldnge aus dem infraroten Spektralbereich zu
Uberdecken, um zu verhindern, dass ein menschlicher Beobach-
ter das von dem ersten optoelektronischen Halbleiterchip
emittierte Licht mit einer Wellenld@nge aus dem infraroten

Spektralbereich als stdrend wahrnimmt.

Bei einem Verfahren zum Betreiben eines optoelektronischen
Bauelements der vorgenannten Art wird der erste optoelektro-
nische Halbleiterchip in einem Pulsbetrieb betrieben. Der
zwelte optoelektronische Halbleiterchip wird in einem konti-
nuierlichen Betrieb oder einem zu dem Pulsbetrieb des ersten
optoelektronischen Halbleiterchips antizyklischen Pulsbetrieb
betrieben. Vorteilhafterweise wird bei dem nach diesem Ver-
fahren betriebenen optoelektronischen Bauelement die in Pul-
sen stattfindende Abstrahlung von Licht mit einer Wellenlédnge
aus dem infraroten Spektralbereich durch den ersten opto-
elektronischen Halbleiterchip durch einen menschlichen BRe-
obachter nicht als stdorend empfunden, da das Pulsieren des
von dem ersten optoelektronischen Halbleiterchip abgestrahl-
ten Lichts mit einer Wellenldnge aus dem infraroten Spektral-
bereich in der Wahrnehmung des Beobachters durch das durch
den zweiten optoelektronischen Halbleiterchip abgestrahlte
Licht mit einer Wellenlange aus dem sichtbaren Spektralbe-

reich uUberdeckt wird.
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Die oben beschriebenen Eigenschaften, Merkmale und Vorteile
dieser Erfindung sowie die Art und Weise, wie diese erreicht
werden, werden klarer und deutlicher verstandlich im Zusam-
menhang mit der folgenden Beschreibung der Ausfihrungsbei-
spiele, die im Zusammenhang mit den Zeichnungen naher erlau-
tert werden. Dabei zeigen in jeweils schematisierter Darstel-

lung

Fig. 1 eine schematische perspektivische Darstellung eines
optoelektronischen Bauelements gemdB einer ersten Ausfiih-

rungsform;

Fig. 2 eine perspektivische Darstellung von Teilen des opto-

elektronischen Rauelements der ersten Ausfihrungsform;

Fig. 3 eine weitere perspektivische Darstellung von Teilen
des optoelektronischen Bauelements der ersten Ausfiithrungs-

form;

Fig. 4 eine geschnittene Seitenansicht des optoelektronischen

Bauelements gemall der ersten Ausfuhrungsform;

Fig. 5 eine perspektivische Darstellung von Teilen eines

optoelektronischen Bauelements einer zweiten Ausfihrungsform;

Fig. 6 eine perspektivische Darstellung von Teilen eines

optoelektronischen Bauelements einer dritten Ausfihrungsform;

Fig. 7 eine riuckwartige Ansicht von Teilen des optoelektroni-

schen Bauelements der dritten Ausfihrungsform;

Fig. 8 eine teilweise transparente Darstellung des optoelekt-

ronischen Bauelements der dritten Ausfihrungsform;

Fig. 9 eine perspektivische Darstellung von Teilen eines
optoelektronischen Bauelements gemdl einer vierten Ausfih-

rungsform;
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Fig. 10 eine schematische geschnittene Seitenansicht von Tei-
len eines optoelektronischen Bauelements gemall einer finften

Ausfihrungsform;

Fig. 11 eine perspektivische Darstellung von Teilen des opto-

elektronischen Rauelements der finften Ausfihrungsform; und

Fig. 12 eine geschnittene Seitenansicht eines optoelektroni-

schen Bauelements gemall einer sechsten Ausfihrungsform.

Fig. 1 zeigt eine schematisierte perspektivische Darstellung
eines optoelektronischen Rauelements 10 gemdl einer ersten
Ausfihrungsform. Das optoelektronische Bauelement 10 ist dazu
ausgebildet, Licht mit einer Wellenladnge aus dem infraroten
Spektralbereich zu emittieren. Das optoelektronische BRauele-
ment 10 kann beispielsweise dazu ausgebildet sein, das infra-
rote Licht im Pulsbetrieb abzustrahlen, beispielsweise im
Pulsbetrieb mit einer Frequenz von einigen Pulsen pro Sekun-
de.

Das optoelektronische Bauelement 10 weist einen Reflektorkdr-
per 200, einen Trager 300 und eine optische Linse 400 auf.

Der Reflektorkdrper 200 ist derart an einer Oberseite 301 des
Tragers 300 angeordnet, dass eine Unterseite 202 des Reflek-
torkorpers 200 der Oberseite 301 des Tragers 300 zugewandt

ist. Die optische Linse 400 ist {iber einer der Unterseite 202
gegeniiberliegenden Oberseite 201 des Reflektorkdorpers 200 an-

geordnet.

Fig. 2 zeigt eine schematische perspektivische Ansicht des
optoelektronischen Bauelements 10, bei der der Reflektorkdr-
per 200 nicht dargestellt ist. Fig. 3 zeigt eine schematische
perspektivische Ansicht des optoelektronischen Bauelements
10, bei der die optische Linse 400 nicht dargestellt ist.
Fig. 4 zeigt eine schematische geschnittene Seitenansicht des

optoelektronischen Bauelements 10.
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Der Reflektorkdrper 200 des optoelektronischen Bauelements 10
weist eine quaderfdormige Grundform auf. Der Reflektorkorper
200 kann beispielsweise aus einem Kunststoffmaterial ausge-

bildet sein.

Der Reflektorkdrper 200 weist eine zu der QOberseite 201 ge-
6ffnete Kavitat 210 auf. Die Kavitat 210 ist in den Darstel-
lungen der Figuren 3 und 4 sichtbar. Die Kavitat 210 weitet
sich zur Oberseite 201 des Reflektorkdrpers 200 auf, bei-
spielsweise trichterfdrmig oder kegelfdrmig. Eine Wandung 225
der Kavitat 210 bildet einen Reflektor 220. Die Wandung 225
der Kavitat 210 des Reflektorkdrpers 200 kann eine reflektie-
rende BReschichtung aufweisen, beispielsweise eine metallische

Beschichtung.

An einem Grund 230 der Kavitat 210, also im Bodenbereich der
Kavitat 210, weist der Reflektorkdrper 200 einen ersten
Durchbruch 231 auf. Dies ist in Figuren 3 und 4 erkennbar.
Der erste Durchbruch 231 erstreckt sich zwischen der Unter-
seite 202 des Reflektorkdrpers 200 und der Kavitat 210.

Das optoelektronische Bauelement 10 weist einen ersten opto-
elektronischen Halbleiterchip 100 auf. Der erste optoelektro-
nische Halbleiterchip 100 ist dazu ausgebildet, Licht mit ei-
ner Wellenlange aus dem infraroten Spektralbereich zu emit-
tieren. Der erste optoelektronische Halbleiterchip 100 kann
beispielsweise dazu ausgebildet sein, Licht mit einer Wellen-
ladnge aus dem nahinfraroten Spektralbereich zu emittieren,
beispielsweise Licht mit einer Wellenlange von 810 nm oder
Licht mit einer Wellenlange von 850 nm. Der erste optoelekt-
ronische Halbleiterchip 100 kann beispielsweise ein Leuchtdi-

odenchip (LED-Chip) sein.

Der erste optoelektronische Halbleiterchip 100 weist eine
Oberseite 101 und eine der Oberseite 101 gegenilberliegende
Unterseite 102 auf. Die Oberseite 101 des ersten optoelektro-
nischen Halbleiterchips 100 bildet eine Strahlungsemissions-

seite des ersten optoelektronischen Halbleiterchips 100. Von
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dem ersten optoelektronischen Halbleiterchip 100 erzeugtes
Licht wird zumindest zum Teil an der Oberseite 101 des ersten

optoelektronischen Halbleiterchips 100 abgestrahlt.

Der erste optoelektronische Halbleiterchip 100 des optoelekt-
ronischen Bauelements 10 ist in dem ersten Durchbruch 231 des
Reflektorkodrpers 200 angeordnet. Dabei ist die Oberseite 101
des ersten optoelektronischen Halbleiterchips 100 in Richtung
zur Oberseite 201 des Reflektorkdrpers 200 orientiert. Dies
ist in Figuren 3 und 4 erkennbar. Dadurch kann von dem ersten
optoelektronischen Halbleiterchip 100 an seiner Oberseite 101
abgestrahltes Licht mit einer Wellenlange aus dem infraroten
Spektralbereich durch den Reflektor 220 des Reflektorkdrpers
200 gesammelt und gebindelt werden und an der Oberseite 201

des Reflektorkdrpers 200 aus der Kavitat 210 austreten.

Der Trager 300 des optoelektronischen Bauelements 10 kann
beispielsweise als Leiterplatte ausgebildet sein. An der
Oberseite 301 des Trédgers 300 kdnnen elektrische Kontaktfla-
chen und elektrische Leiterbahnen zur elektrischen Kontaktie-
rung des ersten optoelektronischen Halbleiterchips 100 ange-
ordnet sein. Der erste optoelektronische Halbleiterchip 100
ist derart an der Oberseite 301 des Tragers 300 angeordnet,
dass seine Unterseite 102 der Oberseite 301 des Tragers 300
zugewandt ist. Dabei ist der erste optoelektronische Halb-
leiterchip 100 elektrisch leitend mit elektrischen Kontakt-

fladchen an der Oberseite 301 des Tragers 300 verbunden.

Auch der Reflektorkorper 200 ist an der Oberseite 301 des
Tragers 300 angeordnet. Dabei ist die Unterseite 202 des Re-
flektorkdrpers 200 der Oberseite 301 des Tragers 300 zuge-
wandt. Der Reflektorkdrper 200 und der erste optoelektroni-
sche Halbleiterchip 100 sind derart an der Oberseite 301 des
Tragers 300 angeordnet, dass der erste optoelektronische
Halbleiterchip 100 in dem ersten Durchbruch 231 des Reflek-

torkdrpers 200 angeordnet ist.
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Die in Figuren 1 bis 4 nur schematisch dargestellte optische
Linse 400 des optoelektronischen Bauelements 10 ist dazu vor-
gesehen, von dem ersten optoelektronischen Halbleiterchip 100
abgestrahltes und an der Oberseite 201 des Reflektorkdrpers
200 aus der Kavitat 210 austretendes Licht zu formen, bei-
spielsweise in einen Raumbereich in der Umgebung des opto-
elektronischen BRauelements 10 zu fokussieren. Im in Figuren 1
bis 4 gezeigten Beispiel umfasst die optische Linse 400 einen
Plattenabschnitt 430 und einen kegelfdrmigen Linsenabschnitt
410. Der Plattenabschnitt 430 der optischen Linse 400 ist im
Wesentlichen quaderfdrmig ausgebildet und an der Oberseite
201 des Reflektorkdrpers 200 angeordnet. Der kegelfdrmige
Linsenabschnitt 410 ist mittig an einer der QOberseite 201 des
Reflektorkdrpers 200 zugewandten Oberfldche des Plattenab-
schnitts 430 der optischen Linse 400 angeordnet und erstreckt

sich in die Kavitadt 210 des Reflektorkdrpers 200 hinein.

Von dem ersten optoelektronischen Halbleiterchip 100 des
optoelektronischen Bauelements 10 emittiertes Licht mit einer
Wellenldnge aus dem infraroten Spektralbereich kann flir einen
menschlichen Beobachter als schwach sichtbares rotes Glimmen
wahrnehmbar sein. Falls der erste optoelektronische Halb-
leiterchip 100 des optoelektronischen Bauelements 10 im Puls-
betrieb angesteuert wird, der erste optoelektronische Halb-
leiterchip 100 also abwechselnd ein- und ausgeschaltet wird,
kann das Blinken dieses roten Glimmens als stdrend empfunden
werden. Daher ist es bei dem optoelektronischen Bauelement 10
vorgesehen, das von dem ersten optoelektronischen Halbleiter-
chip 100 emittierte Licht mit einer Wellenldnge aus dem inf-
raroten Spektralbereich durch Licht mit einer Wellenlange aus
dem sichtbaren Spektralbereich zu maskieren, also zu iberde-

cken.

Das optoelektronische Bauelement 10 weist zu diesem Zweck ei-
nen zweiten optoelektronischen Halbleiterchip 110 auf. Der
zwelite optoelektronische Halbleiterchip 110 ist dazu ausge-
bildet, Licht mit einer Wellenldnge aus dem sichtbaren Spekt-

ralbereich zu emittieren. Beispielsweise kann der zweite
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optoelektronische Halbleiterchip 110 ausgebildet sein, Licht
mit einer Wellenldnge aus dem roten Spektralbereich zu emit-
tieren. Der zweite optoelektronische Halbleiterchip 110 kann

beispielsweise ein Leuchtdiodenchip (LED-Chip) sein.

Der zweite optoelektronische Halbleiterchip weist eine Ober-
seite 111 und eine der Oberseite 111 gegeniiberliegende Unter-
seite 112 auf. Der zweite optoelektronische Halbleiterchip
110 kann dazu ausgebildet sein, Licht nur an der Oberseite
111 abzustrahlen. Der zweite optoelektronische Halbleiterchip
110 kann aber auch als volumenemittierender Halbleiterchip
ausgebildet sein. In diesem Fall wird durch den zweiten opto-
elektronischen Halbleiterchip 110 Licht nicht nur an der
Oberseite 110, sondern auch an sich zwischen der Oberseite
111 und der Unterseite 112 erstreckenden Seitenfldchen des

optoelektronischen Halbleiterchips 110 abgestrahlt.

Der zweite optoelektronische Halbleiterchip 110 des opto-
elektronischen BRauelements 10 ist an der Oberseite 301 des
Tragers 300 unter dem Reflektorkdrper 200 angeordnet. Dabei
ist die Unterseite 112 des zweiten optoelektronischen Halb-
leiterchips 110 der Oberseite 301 des Tragers 300 zugewandt.
Der Reflektorkdrper 200 kann an seiner Unterseite 202 eine
Aussparung 250 aufweisen, in der der zweite optoelektronische
Halbleiterchip 110 angeordnet ist. Dies ist in Fig. 4 erkenn-
bar. Der zweite optoelektronische Halbleiterchip 110 ist lber
an der QOberseite 301 des Tragers 300 angeordnete elektrische

Kontaktfldchen und Leiterbahnen elektrisch kontaktiert.

Das optoelektronische Bauelement 10 weist einen ersten Licht-
leiter 510 auf, der sich durch den Reflektorkorper 200 er-
streckt. Dabei erstreckt sich der erste Lichtleiter 510 wvon
der Aussparung 250 an der Unterseite 202 des Reflektorkdrpers
200 zu der Oberseite 201 des Reflektorkdrpers 200. Der erste
Lichtleiter 510 ist damit so angeordnet, dass von dem zweiten
optoelektronischen Halbleiterchip 110 emittiertes Licht an
der Unterseite 202 des Reflektorkdrpers 200 in den Lichtlei-
ter 510 gelangt und durch den Lichtleiter 510 zur Oberseite
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201 des Reflektorkdrpers 200 geleitet wird. An der Oberseite
201 des Reflektorkdrpers 200 kann das durch den zweiten opto-
elektronischen Halbleiterchip 110 emittierte Licht aus dem

ersten Lichtleiter 510 austreten.

Die optische Linse 400 des optoelektronischen Bauelements 10
weist ein Ablenkelement 420 auf. Das Ablenkelement 420 ist
durch eine reflektierende Schicht 425 gebildet, die an einer
abgeschriagten Ecke des Plattenabschnitts 430 der optischen

Linse 400 angeordnet ist.

Von dem zweiten optoelektronischen Halbleiterchip 110 emit-
tiertes Licht, das durch den ersten Lichtleiter 510 lauft,
tritt an der Oberseite 201 des Reflektorkdrpers 200 aus dem
ersten Lichtleiter 510 aus und in den Plattenabschnitt 430
der optischen Linse 400 ein. Das Ablenkelement 420 der opti-
schen Linse 400 ist so angeordnet, dass das von dem zweiten
optoelektronischen Halbleiterchip 110 emittierte Licht mit
einer Wellenlange aus dem sichtbaren Spektralbereich an der
reflektierenden Schicht 425 des Ablenkelements 420 reflek-
tiert und dadurch in die optische Linse 400 abgelenkt wird.
Das in die optische Linse 400 abgelenkte Licht mit einer Wel-
lenlange aus dem sichtbaren Spektralbereich kann innerhalb
der optischen Linse 400 noch weitere Male reflektiert, bei-
spielsweise totalreflektiert, werden und schliellich an der
von dem Reflektorkdrper 200 abgewandten Oberseite der opti-

schen Linse 400 aus der optischen Linse austreten.

Wahrend das von dem zweiten optoelektronischen Halbleiterchip
110 emittierte Licht mit einer Wellenldnge aus dem sichtbaren
Spektralbereich durch die optische Linse 400 lauft, wird es
zumindest teilweise mit dem durch den ersten optoelektroni-
schen Halbleiterchip 100 emittierten Licht mit einer Wellen-
lange aus dem infraroten Spektralbereich durchmischt. In dem
von dem optoelektronischen Bauelement 10 abgestrahlten Licht
ist somit von dem ersten optoelektronischen Halbleiterchip
100 emittiertes Licht mit einer Wellenldnge aus dem infraro-

ten Spektralbereich und von dem zweiten optoelektronischen
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Halbleiterchip 110 emittiertes Licht mit einer Wellenlédnge
aus dem sichtbaren Spektralbereich liberlagert. Dadurch ist
das von dem ersten optoelektronischen Halbleiterchip 100
emittierte Licht mit einer Wellenld@nge aus dem infraroten
Spektralbereich fiir einen menschlichen Beobachter nicht oder

kaum sichtbar.

Fig. 5 zeigt eine schematische perspektivische Darstellung
eines Teils eines optoelektronischen Bauelements 20 gemal ei-
ner zweiten Ausfihrungsform. Das optoelektronische Bauelement
20 der zweiten Ausfihrungsform weist groBe Ubereinstimmungen
mit dem optoelektronischen BRauelement 10 der ersten Ausfih-
rungsform auf. Einander entsprechende Komponenten sind in Fi-
guren 1 bis 4 und in Fig. 5 mit denselben Bezugszeichen ver-
sehen. Nachfolgend werden lediglich die Unterschiede be-
schrieben. Im Ubrigen gilt die vorstehende Beschreibung des
optoelektronischen Bauelements 10 der ersten Ausfithrungsform
auch flir das in Fig. 5 gezeigte optoelektronische Bauelement

20 der zweiten Ausfihrungsform.

Der Reflektorkdrper 200 des optoelektronischen Bauelements 20
ist in der schematischen Darstellung der Fig. 5 der Uber-

sichtlichkeit halber nicht gezeigt.

Das optoelektronische Bauelement 20 weist zusatzlich zu dem
zwelten optoelektronischen Halbleiterchip 110 einen dritten
optoelektronischen Halbleiterchip 120 auf. Der dritte opto-
elektronische Halbleiterchip 120 ist ebenfalls dazu ausgebil-
det, Licht mit einer Wellenldnge aus dem sichtbaren Spektral-
bereich zu emittieren. Der dritte optoelektronische Halb-
leiterchip 120 kann beispielsweise ausgebildet sein, Licht
mit der gleichen Wellenldnge zu emittieren wie der zweite
optoelektronische Halbleiterchip 110. Der dritte optoelektro-
nische Halbleiterchip 120 kann ausgebildet sein wie der zwei-

te optoelektronische Halbleiterchip 110.

Der dritte optoelektronische Halbleiterchip 120 weist eine

Oberseite 121 und eine der Oberseite 121 gegenilberliegende
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Unterseite 122 auf. Der dritte optoelektronische Halbleiter-
chip 120 ist an der Oberseite 301 des Tragers 300 angeordnet,
sodass die Unterseite 122 des dritten optoelektronischen
Halbleiterchips 120 der Oberseite 301 des Tragers 300 zuge-
wandt ist. Dabei ist der dritte optoelektronische Halbleiter-
chip 120 Uber an der Oberseite 301 des Tragers 300 angeordne-
te elektrische Kontaktflachen und Leiterbahnen elektrisch
kontaktiert. Der dritte optoelektronische Halbleiterchip 120
ist unter dem Reflektorkdérper 200 angeordnet, beispielsweise
in einer weiteren an der Unterseite 202 des Reflektorkdrpers
200 angeordneten Aussparung. Der erste optoelektronische
Halbleiterchip 100 ist im dargestellten BReispiel mittig zwi-
schen dem zweiten optoelektronischen Halbleiterchip 110 und

dem dritten optoelektronischen Halbleiterchip 120 angeordnet.

Das optoelektronische Bauelement 20 weist zusatzlich zu dem
ersten Lichtleiter 510 einen zweiten Lichtleiter 520 auf. Der
zweite Lichtleiter 520 ist ausgebildet wie der erste Licht-
leiter 510. Der zweite Lichtleiter 520 ist so angeordnet,
dass von dem dritten optoelektronischen Halbleiterchip 120
emittiertes Licht mit einer Wellenldnge aus dem sichtbaren
Spektralbereich an der Unterseite 202 des Reflektorkdrpers
200 in den Lichtleiter 520 gelangen und an der Oberseite 201
des Reflektorkdrpers 200 aus dem zweiten Lichtleiter 520 aus-

treten kann.

Das optoelektronische Bauelement 20 weist neben dem zur Ab-
lenkung des von dem zweiten optoelektronischen Halbleiterchip
110 emittierten Lichts in die optische Linse 400 vorgesehenen
Ablenkelement 420 ein weiteres Ablenkelement 420 auf, das zur
Ablenkung des durch den dritten optoelektronischen Halb-
leiterchip 120 emittierten Lichts in die optische Linse 400

dient.

Damit wird bei dem optoelektronischen Bauelement 20 das von
dem ersten optoelektronischen Halbleiterchip 100 emittierte
Licht mit einer Wellenlange aus dem infraroten Spektralbe-

reich sowohl durch das von dem zweiten optoelektronischen



10

15

20

25

30

35

WO 2018/050776 PCT/EP2017/073194

Halbleiterchip 110 als auch durch das von dem dritten opto-
elektronischen Halbleiterchip 120 emittierte Licht mit einer
Wellenldnge aus dem sichtbaren Spektralbereich lberlagert und
maskiert. Selbstverstdndlich ist es mdglich, noch weitere
optoelektronische Halbleiterchips vorzusehen, die dazu ausge-
bildet sind, Licht mit einer Wellenldnge aus dem sichtbaren
Spektralbereich zu emittieren, das zur Uberlagerung und Mas-
kierung des von dem ersten optoelektronischen Halbleiterchip

100 emittierten Lichts vorgesehen ist.

Sowohl bei dem optoelektronischen Bauelement 10 der ersten
Ausfihrungsform als auch bei dem optoelektronischen Rauele-
ments 20 gemdB der zweiten Ausfithrungsform kénnen die Ablen-
kelemente 420 entfallen.

Fig. 6 zeigt eine schematische perspektivische Darstellung
eines Teils eines optoelektronischen Bauelements 30 gemal ei-
ner dritten Ausfithrungsform. Fig. 7 zeigt eine schematische
Darstellung einer rickwartigen Ansicht eines Teils des opto-
elektronischen Rauelements 30 der dritten Ausfihrungsform.
Fig. 8 zeigt in schematischer Darstellung eine teilweise
transparente Aufsicht auf das optoelektronische Bauelement 30
der dritten Ausfihrungsform. Das optoelektronische Bauelement
30 der dritten Ausfiilhrungsform weist groBe Ubereinstimmungen
mit dem optoelektronischen Rauelement 10 der ersten Ausfih-
rungsform und mit dem optoelektronischen Bauelement 20 der
zweiten Ausfiithrungsform auf. Einander entsprechende Komponen-
ten sind in allen Figuren mit denselben Bezugszeichen verse-
hen. Nachfolgend werden lediglich die Unterschiede zwischen
dem optoelektronischen Bauelement 30 der dritten Ausfihrungs-
form und den optoelektronischen Bauelementen 10, 20 der ers-
ten und zweiten Ausfilhrungsform erliutert. Im Ubrigen gilt
die vorstehende Beschreibung auch fiir das optoelektronische

Bauelement 30 der Figuren 6 bis 8.

In Fig. 6 ist die optische Linse 400 des optoelektronischen

Bauelements 30 nicht dargestellt. In der Darstellung der Fig.
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7 fehlt der Trager 300. In der Darstellung der Fig. 8 fehlen

sowohl der Trager 300 als auch die optische Linse 400.

Das optoelektronische Bauelement 30 weist neben dem ersten
optoelektronischen Halbleiterchip 100 zur Emission von Licht
mit einer Wellenldnge aus dem infraroten Spektralbereich den
zwelten optoelektronischen Halbleiterchip 110 und den dritten
optoelektronischen Halbleiterchip 120 auf, die jeweils dazu
ausgebildet sind, Licht mit einer Wellenldnge aus dem sicht-
baren Spektralbereich zu emittieren. Mdglich ware aber auch,
auf den dritten optoelektronischen Halbleiterchip 120 zu ver-
zichten. Bei dem optoelektronischen Bauelement 30 sind keine

Lichtleiter 510,520 und keine Ablenkelemente 420 vorgesehen.

Der Reflektorkdrper 200 weist bei dem optoelektronischen Bau-
element 30 der dritten Ausfihrungsform an seiner Unterseite
202 eine kanalfdérmige Aussparung 240 auf. Die kanalformige
Aussparung 240 bildet eine langliche Vertiefung an der Unter-
seite 202 des Reflektorkdrpers 200. Die kanalfdrmige Ausspa-
rung 240 verlauft dabei zu beiden Seiten des ersten Durch-
bruchs 231 und iber den ersten Durchbruch 231 hinweg, sodass
sich der erste Durchbruch 231 zu der kanalfdrmigen Aussparung
240 erstreckt.

Der zweite optoelektronische Halbleiterchip 110 und der drit-
ten optoelektronische Halbleiterchip 120 sind bei dem opto-
elektronischen BRauelement 30 der dritten Ausfihrungsform an
der Oberseite 301 des Tragers 300 unter dem Reflektorkérper
200 angeordnet, sodass die Unterseite 202 des Reflektorkdr-
pers 200 {iber den Oberseiten 111, 121 des zweiten optoelekt-
ronischen Halbleiterchips 110 und des dritten optoelektroni-
schen Halbleiterchips 120 angeordnet ist. Der zweite opto-
elektronische Halbleiterchip 110 und der dritte optoelektro-
nische Halbleiterchip 120 sind dabei jeweils in der kanalfdr-
migen Aussparung 240 des Reflektorkdrpers 200 angeordnet. Da-
bei ist der zweite optoelektronische Halbleiterchip 110 seit-
lich auf einer Seite neben dem ersten optoelektronischen

Halbleiterchip 100 angeordnet und der dritte optoelektroni-
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sche Halbleiterchip 120 seitlich auf der anderen Seite neben
dem ersten optoelektronischen Halbleiterchip 100 angeordnet,
sodass der erste optoelektronische Halbleiterchip 100 zwi-

schen dem zweiten optoelektronischen Halbleiterchip 110 und
dem dritten optoelektronischen Halbleiterchip 120 angeordnet

ist.

Bei dem optoelektronischen Bauelement 30 kann von dem zweiten
optoelektronischen Halbleiterchip 110 und von dem dritten
optoelektronischen Halbleiterchip 120 emittiertes Licht mit
einer Wellenlange aus dem sichtbaren Spektralbereich durch
die kanalfdrmige Aussparung 240 und iber den ersten Durch-
bruch 231 in die Kavitat 210 des Reflektorkdrpers 200 gelan-
gen und sich dort mit dem von dem ersten optoelektronischen
Halbleiterchip 100 emittierten Licht mit einer Wellenlédnge
aus dem infraroten Spektralbereich mischen. Es ist zweckma-
Big, wenn der zweite optoelektronische Halbleiterchip 110 und
der dritte optoelektronische Halbleiterchip 120 als volumen-

emittierende Halbleiterchips ausgebildet sind.

Fig. 9 zeigt eine schematische perspektivische Darstellung
eines optoelektronischen Rauelements 40 gemal einer vierten
Ausfihrungsform. Das optoelektronische Bauelement 40 der
vierten Ausfithrungsform weist Ubereinstimmungen mit den opto-
elektronischen Bauelementen 10, 20, 30 der oben beschriebenen
Ausfihrungsformen auf. Entsprechende Komponenten sind in Fig.
9 mit denselben Bezugszeichen versehen wie in Figuren 1 bis
8. Nachfolgend werden lediglich die abweichenden Merkmale des
optoelektronischen Bauelements 40 beschrieben. Im Ubrigen
gilt die vorstehende Beschreibung der optoelektronischen Bau-
elemente 10, 20, 30 auch fir das optoelektronische Bauelement

40 der vierten Ausfihrungsform.

Die optische Linse 400 des optoelektronischen Bauelements 40
ist in der Darstellung der Fig. 9 der Ubersichtlichkeit hal-
ber nicht gezeigt.
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Das optoelektronische Bauelement 40 weist neben dem ersten
optoelektronischen Halbleiterchip 100 zur Emission von Licht
mit einer Wellenldnge aus dem infraroten Spektralbereich auch
den zweiten optoelektronischen Halbleiterchip 110 und den
dritten optoelektronischen Halbleiterchip 120 auf, die je-
weils zur Emission von Licht mit einer Wellenlange aus dem
sichtbaren Spektralbereich ausgebildet sind. In einer verein-
fachten Ausfihrungsform kénnte der dritte optoelektronische
Halbleiterchip 120 entfallen. Bei dem optoelektronischen Bau-
element 40 sind weder Lichtleiter 510, 520 noch eine kanal-
formige Aussparung 240 an der Unterseite 202 des Reflektor-
korpers 200 vorgesehen. Auch Ablenkelemente 420 sind bei dem

optoelektronischen Bauelement 40 nicht vorgesehen.

Stattdessen weist die Kavitat 210 des Reflektorkorpers 200
bei dem optoelektronischen Bauelement 40 einen ersten Ab-
schnitt 211, einen zweiten Abschnitt 212 und einen dritten
Abschnitt 213 auf. Der erste Abschnitt 211, der zweite Ab-
schnitt 212 und der dritte Abschnitt 213 der Kavitat 210 wei-
ten sich jeweils zur Oberseite 201 des Reflektorkdrpers 200

hin trichterfdérmig auf.

Dabei sind der erste Abschnitt 211, der zweite Abschnitt 212
und der dritte Abschnitt 213 der Kavitat 210 einander derart
teilweise iliberlagert, dass das vereinigte Volumen des ersten
Abschnitts 211, des zweiten Abschnitts 212 und des dritten
Abschnitts 213 gemeinsam das zusammenhadngende Volumen der Ka-
vitdat 210 bilden. Der erste Abschnitt 211 ist dabei zwischen
dem zweiten Abschnitt 212 und dem dritten Abschnitt 213 ange-

ordnet.

Der Reflektorkdrper 200 weist zusatzlich zu dem ersten Durch-
bruch 231 einen zweiten Durchbruch 232 und einen dritten
Durchbruch 233 auf. Der erste Durchbruch 231 ist am Grund
230, also im Bodenbereich, des ersten Abschnitts 211 der Ka-
vitdt 210 angeordnet. Der zweite Durchbruch 232 ist am Grund
230 des zweiten Abschnitts 212 der Kavitat 210 angeordnet.
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Der dritte Durchbruch 232 ist am Grund 230 des dritten Ab-
schnitts 213 der Kavitat 210 angeordnet.

Der erste optoelektronische Halbleiterchip 100, der zweite
optoelektronische Halbleiterchip 110 und der dritte opto-
elektronische Halbleiterchip 120 sind jeweils so an der Ober-
seite 310 des Tragers 300 angeordnet, dass die Unterseiten
102, 112, 122 der optoelektronischen Halbleiterchips 100,
110, 120 der Oberseite 301 des Tragers 300 zugewandt sind.
Dabei ist der erste optoelektronische Halbleiterchip 100 im
ersten Durchbruch 231 des Reflektorkdrpers 200 angeordnet.
Der zweite optoelektronische Halbleiterchip 110 ist in dem
zweiten Durchbruch 232 des Reflektorkorpers 200 angeordnet.
Der dritte optoelektronische Halbleiterchip 120 ist in dem
dritten Durchbruch 232 des Reflektorkdrpers 200 angeordnet.
Durch diese Anordnung der optoelektronischen Halbleiterchips
100, 110, 120 kann sich das von dem ersten optoelektronischen
Halbleiterchip 100 emittierte Licht mit einer Wellenlange aus
dem infraroten Spektralbereich bei dem optoelektronischen
Bauelement 40 in der Kavitat 210 mit dem durch den zweiten
optoelektronischen Halbleiterchip 110 und den dritten opto-
elektronischen Halbleiterchip 120 emittierten Licht mit einer

Wellenldnge aus dem sichtbaren Spektralbereich mischen.

Es ist zweckmdBig, wenn der zweite optoelektronische Halb-
leiterchip 110 und der dritte optoelektronische Halbleiter-
chip 120 als volumenemittierende Halbleiterchips ausgebildet

sind.

Fig. 10 zeigt eine schematische geschnittene Seitenansicht
eines Teils eines optoelektronischen Bauelements 50 gemdl ei-
ner finften Ausfihrungsform. Fig. 11 zeigt eine schematische
perspektivische Darstellung eines Teils des optoelektroni-
schen Bauelements 50 der finften Ausfihrungsform. Das opto-
elektronische Rauelement 50 der fiinften Ausfiithrungsform weist
Ubereinstimmungen mit den vorstehend beschriebenen optoelekt-
ronischen Bauelementen 10, 20, 30, 40 auf. Ubereinstimmende

Komponenten sind in Figuren 10 und 11 mit denselben Bezugs-
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zeichen versehen wie in Figuren 1 bis 9. Nachfolgend werden
lediglich die Abweichungen des optoelektronischen Bauelements
50 der finften Ausfihrungsform von den optoelektronischen
Bauelementen 10, 20, 30, 40 der vorstehend beschriebenen Aus-
fihrungsformen erlidutert. Im Ubrigen gilt die vorstehende Be-

schreibung auch flir das optoelektronische Rauelement 50.

In der schematischen Darstellung der Fig. 10 sind der Reflek-
torkorper 200 und die optische Linse 400 nicht gezeigt. Auch
in Fig. 11 ist die optische Linse 400 der Ubersichtlichkeit
halber nicht dargestellt.

Bei dem optoelektronischen Bauelement 50 sind keine Lichtlei-
ter 510, 520 und keine Ablenkelemente 420 vorgesehen. Der Re-
flektorkdrper 200 weist weder eine Aussparung 250 noch eine
kanalfdormige Aussparung 240 auf. Die Kavitat 210 ist nicht in
mehrere Abschnitte 211, 212, 213 unterteilt. Es ist nur der

erste Durchbruch 231 vorgesehen.

Bei dem optoelektronischen Bauelement 50 ist ein optisches
Element 600 vorgesehen und derart in der Kavitat 210 angeord-
net, dass von dem ersten optoelektronischen Halbleiterchip
100 emittiertes Licht mit einer Wellenldnge aus dem infraro-
ten Spektralbereich und von dem zweiten optoelektronischen
Halbleiterchip 110 und dem dritten optoelektronischen Halb-
leiterchip 120 emittiertes Licht mit einer Wellenlange aus
dem sichtbaren Spektralbereich zumindest teilweise in das op-
tische Element 600 gelangt. Das optische Element 600 bewirkt
dabei eine Mischung des von dem ersten optoelektronischen
Halbleiterchip 100 emittierten Lichts mit dem sichtbaren
Licht, das von dem zweiten optoelektronischen Halbleiterchip
110 und dem dritten optoelektronischen Halbleiterchip 120

emittiert wird.

Das optische Element 600 weist einen lichtdurchlassigen Kor-
per 610 mit einer Oberseite 611, einer der Oberseite 611 ge-
geniberliegenden Unterseite 612 und mehreren sich zwischen

Oberseite 611 und Unterseite 612 erstreckenden Seitenflichen
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613 auf. Die Mischung des durch den ersten optoelektronischen
Halbleiterchip 100 emittierten Lichts mit einer Wellenlédnge
aus dem infraroten Spektralbereich und des durch den zweiten
optoelektronischen Halbleiterchip 110 und den dritten opto-
elektronischen Halbleiterchip 120 emittierten Lichts mit ei-
ner Wellenldnge aus dem sichtbaren Spektralbereich erfolgt
innerhalb des lichtdurchlédssigen Korpers 610 des optischen
Elements 600 durch ein- oder mehrfache innere Reflexion an
den AuBenflachen des lichtdurchlassigen Korpers 610. Der
lichtdurchlassige Korper 610 kann beispielsweise ein Glas o-

der einen transparenten Kunststoff aufweisen.

Im in Figuren 10 und 11 gezeigten Beispiel sind sowohl der
erste optoelektronische Halbleiterchip 100 als auch der zwei-
te optoelektronische Halbleiterchip 110 und der dritte opto-
elektronische Halbleiterchip 120 an der Oberseite 301 des
Tragers 300 in dem ersten Durchbruch 231 des Reflektorkdrpers
200 angeordnet. Dabei ist der erste optoelektronische Halb-
leiterchip 100 zwischen dem zweiten optoelektronischen Halb-
leiterchip 110 und dem dritten optoelektronischen Halbleiter-
chip 120 angeordnet. Der lichtdurchlassige Korper 610 des op-
tischen Elements 600 ist derart Uber dem ersten optoelektro-
nischen Halbleiterchip 100, dem zweiten optoelektronischen
Halbleiterchip 110 und dem dritten optoelektronischen Halb-
leiterchip 120 angeordnet, dass die Unterseite 612 des licht-
durchlédssigen Korpers 610 den Oberseiten 101, 111, 121 der
optoelektronischen Halbleiterchips 100, 110, 120 zugewandt

ist.

Von dem ersten optoelektronischen Halbleiterchip 100, dem
zwelten optoelektronischen Halbleiterchip 110 und dem dritten
optoelektronischen Halbleiterchip 120 emittiertes Licht kann
durch die Unterseite 612 des lichtdurchléadssigen Koérpers 610
in den lichtdurchlédssigen Korper 610 des optischen Elements
600 gelangen. Das von dem ersten optoelektronischen Halb-
leiterchip 100 emittierte Licht mit einer Wellenlange aus dem
infraroten Spektralbereich wird in einem Mittenbereich des

lichtdurchlassigen Korpers 610 in den lichtdurchliassigen Kor-
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per 610 eingestrahlt. Das von dem zweiten optoelektronischen
Halbleiterchip 110 und dem dritten optoelektronischen Halb-
leiterchip 120 emittierte Licht mit einer Wellenlange aus dem
sichtbaren Spektralbereich wird in Randbereichen des licht-
durchlassigen Korpers 610 in den lichtdurchlassigen Korper
610 eingestrahlt.

Die Seitenflédchen 613 des lichtdurchldssigen Koérpers 610 sind
in dem in Figuren 10 und 11 gezeigten Beispiel derart abge-
schragt, dass von dem zweiten optoelektronischen Halbleiter-
chip 110 und von dem dritten optoelektronischen Halbleiter-
chip 120 in den lichtdurchlédssigen Korper 610 eingestrahltes
Licht innen an den Seitenfldchen 613 des lichtdurchlédssigen
Korpers 610 reflektiert und in Richtung zur Mitte des licht-
durchlédssigen Korpers 610 abgelenkt wird. Die Seitenfléachen
613 konnen hierzu zusatzlich zumindest abschnittsweise eine
reflektierende Beschichtung 620 aufweisen, beispielsweise ei-

ne Beschichtung, die Silber, Aluminium oder Gold aufweist.

An der Oberseite 611 des lichtdurchlédssigen Korpers 610 des
optischen Elements 600 kann das in den lichtdurchlassigen
Korper 610 eingestrahlte Licht ausgekoppelt werden. Zur Un-
terstiitzung der Auskopplung kann der lichtdurchlassige Korper
610 an seiner Oberseite 611 eine obere Mikrostrukturierung
630 aufweisen. Die obere Mikrostrukturierung 630 kann bei-
spielsweise eine Mehrzahl von Mikrolinsen 635 umfassen. Die
Mikrolinsen 635 kodnnen beispielsweise in einer regelmédBigen,
zweidimensionalen Matrixanordnung an der Oberseite 611 des
lichtdurchlassigen Korpers 610 ausgebildet sein. Jede Mikro-
linse 635 kann beispielsweise in der Ebene der Oberseite 611

eine GroBe von 15 pm x 15 um aufweisen.

Die Unterseite 612 des lichtdurchliassigen Kdrpers 610 kann
eine untere Mikrostrukturierung 640 aufweisen, die als Streu-
struktur eine Durchmischung des von dem ersten optoelektroni-
schen Halbleiterchip 100 emittierten Lichts und des von dem
zwelten optoelektronischen Halbleiterchip 110 und dem dritten

optoelektronischen Halbleiterchip 120 emittierten Lichts in
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dem lichtdurchlédssigen Korper 610 des optischen Elements 600

unterstitzt.

In einer weiteren Ausfithrungsform des optoelektronischen Bau-
elements ist der lichtdurchléssige Korper 610 des optischen
Elements 600 lediglich iber dem ersten optoelektronischen
Halbleiterchip 100 angeordnet, wobei die Unterseite 612 des
lichtdurchlassigen Korpers der Oberseite 101 des ersten opto-
elektronischen Halbleiterchips 100 zugewandt ist. Der zweite
optoelektronische Halbleiterchip 110 und der dritte opto-
elektronische Halbleiterchip 120 sind derart seitlich neben
dem lichtdurchlédssigen Korper 610 angeordnet, dass Strah-
lungsemissionsseiten des zweiten optoelektronischen Halb-
leiterchips 110 und des dritten optoelektronischen Halb-
leiterchips 120 Seitenflachen 613 des lichtdurchlassigen Kor-
pers 610 zugewandt sind, von dem zweiten optoelektronischen
Halbleiterchip 110 und dem dritten optoelektronischen Halb-
leiterchip 120 emittiertes Licht mit einer Wellenlange aus
dem sichtbaren Spektralbereich also durch Seitenfldchen 613
des lichtdurchlédssigen Korpers 610 in den lichtdurchlassigen
Korper 610 gelangen kann. Auch bei dieser Ausfihrungsform des
optoelektronischen Bauelements 50 erfolgt in dem lichtdurch-
lédssigen Korper 610 des optischen Elements 600 eine Durchmi-
schung des von dem zweiten optoelektronischen Halbleiterchip
110 und dem dritten optoelektronischen Halbleiterchip 120
emittierten Lichts mit dem durch den ersten optoelektroni-
schen Halbleiterchip 100 emittierten Licht. Das durchmischte
Licht kann wiederum an der Oberseite 611 des lichtdurchléassi-

gen Korpers 610 austreten.

Auch bei den das optische Element 600 aufweisenden Ausfiih-
rungsformen des optoelektronischen Bauelements kann der drit-
te optoelektronische Halbleiterchip 120 in vereinfachten Va-

rianten entfallen.

Figur 12 zeigt eine schematische geschnittene Seitenansicht
eines optoelektronischen Rauelements 60 gemal einer sechsten

Ausfihrungsform. Das optoelektronische Bauelement 60 der
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sechsten Ausfitlhrungsform weist Ubereinstimmungen mit den oben
beschriebenen optoelektronischen Bauelementen 10, 20, 30, 40,
50 auf. Entsprechende Komponenten sind in Figur 12 mit den-
selben Rezugszeichen versehen wie in Figuren 1 bis 11. Nach-
folgend wird lediglich beschrieben, in welchen Aspekten und
Merkmalen das optoelektronische Rauelement 60 von den vorste-
hend beschriebenen optoelektronischen Bauelementen 10, 20,
30, 40, 50 abweicht. Im Ubrigen gilt die vorstehende Be-
schreibung der optoelektronischen Bauelemente 10, 20, 30, 40,
50 auch fiir das in Figur 12 gezeigte optoelektronische Bau-

element 60 der sechsten Ausfihrungsform.

Die optische Linse 400 des optoelektronischen Bauelements 60
ist in der Darstellung der Figur 12 der Ubersichtlichkeit
halber nicht gezeigt. Die optische Linse 400 kann jedoch auch
bei dem optoelektronischen Bauelement 60 vorhanden sein. Die
optische Linse 400 kann bei dem optoelektronischen Bauelement

60 aber auch entfallen.

Bei dem optoelektronischen Bauelement 60 ist der erste opto-
elektronische Halbleiterchip 100 am Grund 230 der Kavitat 210
des Reflektorkdrpers 200 im ersten Durchbruch 231 des Reflek-
torkorpers 200 an der Oberseite 301 des Tragers 300 angeord-
net. Dabei ist die Unterseite 102 des ersten optoelektroni-
schen Halbleiterchips 100 der Oberseite 301 des Tragers 300
zugewandt. Der zweite optoelektronische Halbleiterchip 110
ist auf der Oberseite 101 des ersten optoelektronischen Halb-
leiterchips 100 angeordnet. Dabei ist die Unterseite 112 des
zwelten optoelektronischen Halbleiterchips 110 der Oberseite
101 des ersten optoelektronischen Halbleiterchips 100 zuge-
wandt. Die Oberseite 101 des ersten optoelektronischen Halb-
leiterchips 100 und die Oberseite 111 des zweiten optoelekt-
ronischen Halbleiterchips 110 weisen dadurch in dieselbe

Raumrichtung wie die Oberseite 301 des Tragers 300.

Der erste optoelektronische Halbleiterchip 100 und der zweite
optoelektronische Halbleiterchip 110 sind auf in Figur 12
nicht detailliert dargestellte Weise elektrisch kontaktiert.
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Beispielsweise konnen der erste optoelektronische Halbleiter-
chip 100 und der zweite optoelektronische Halbleiterchip 110

mittels Bonddrahten oder iUber Loétkontakte elektrisch leitend

mit an der Oberseite 301 des Tragers 300 angeordneten

elektrischen Kontaktflachen verbunden sein.

Es ist zweckmaBig, dass der zweite optoelektronische Halb-
leiterchip 110 fir durch den ersten optoelektronischen Halb-
leiterchip 100 emittiertes Licht mit einer Wellenlange aus
dem infraroten Spektralbereich zumindest teilweise transpa-
rent ist. In diesem Fall wird durch den ersten optoelektroni-
schen Halbleiterchip emittiertes Licht mit einer Wellenlange
aus dem infraroten Spektralbereich durch den zweiten opto-
elektronischen Halbleiterchip 110 nicht oder nur teilweise
abgeschattet. Hierzu muss der zweite optoelektronische Halb-
leiterchip 110 aus Materialien ausgebildet sein, die das von
dem ersten optoelektronischen Halbleiterchip 100 emittierte
Licht zumindest nicht vollstandig reflektieren oder absorbie-

ren.

Bei dem in Figur 12 gezeigten optoelektronischen Bauelement
60 der sechsten Ausfihrungsform weist der auf der Oberseite
101 des ersten optoelektronischen Halbleiterchips 100 ange-
ordnete zweite optoelektronische Halbleiterchip 110 eine ge-
ringere GroBe auf als der erste optoelektronische Halbleiter-
chip 100. Dies bedeutet, dass die Oberseite 111 und die Un-
terseite 112 des zweiten optoelektronischen Halbleiterchips
110 jeweils eine geringere Fladche aufweisen als die Oberseite
101 und die Unterseite 102 des ersten optoelektronischen
Halbleiterchips 100. Dadurch bedeckt die Unterseite 112 des
zwelten optoelektronischen Halbleiterchips 110 die Oberseite
101 des ersten optoelektronischen Halbleiterchips 100 nur
teilweise. Auch hierdurch wird erreicht, dass der zweite
optoelektronische Halbleiterchip 110 von dem ersten opto-
elektronischen Halbleiterchip 100 emittiertes Licht nicht o-
der nur teilweise abschattet, selbst wenn der zweite opto-
elektronische Halbleiterchip 110 auf einem lichtemittierenden

Abschnitt der Oberseite 101 des ersten optoelektronischen
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Halbleiterchips 100 angeordnet ist. Mdglich ist auch, dass
der zweite optoelektronische Halbleiterchip 110 lediglich ei-
nen nicht-lichtemittierenden Abschnitt der Oberseite 101 des

ersten optoelektronischen Halbleiterchips 100 bedeckt.

Alternativ ist es auch moéglich, dass der auf der Oberseite
101 des ersten optoelektronischen Halbleiterchips 100 ange-
ordnete zweite optoelektronische Halbleiterchip 110 genauso
groll wie der erste optoelektronische Halbleiterchip 100 oder
sogar groRer als der erste optoelektronische Halbleiterchip
100 ist. In diesem Fall ist es zweckmdlRig, dass der zweite
optoelektronische Halbleiterchip 110 zumindest teilweise
transparent fir durch den ersten optoelektronischen Halb-

leiterchip 100 emittiertes Licht ist.

Zusatzlich zu dem zweiten optoelektronischen Halbleiterchip
110 konnte auf der Oberseite 101 des ersten optoelektroni-
schen Halbleiterchips 100 des optoelektronischen Bauelements
60 auch noch ein zur Emission von Licht mit einer Wellenlange
aus dem sichtbaren Spektralbereich ausgebildeter dritter

optoelektronischer Halbleiterchip angeordnet sein.

Bei dem in Figur 12 dargestellten optoelektronischen Rauele-
ment 60 der sechsten Ausfihrungsform ist der Licht mit einer
Wellenldnge aus dem sichtbaren Spektralbereich emittierende
zwelte optoelektronische Halbleiterchip 110 auf der Oberseite
101 des Licht mit einer Wellenldnge aus dem infraroten Spekt-
ralbereich emittierenden ersten optoelektronischen Halb-
leiterchips 100 angeordnet. In einer weiteren Ausfihrungsform
des optoelektronischen Bauelements ist der Licht mit einer
Wellenldnge aus dem infraroten Spektralbereich emittierende
erste optoelektronische Halbleiterchip 100 umgekehrt auf der
Oberseite 111 des Licht mit einer Wellenldnge aus dem sicht-
baren Spektralbereich emittierenden zweiten optoelektroni-
schen Halbleiterchips 110 angeordnet. Bei dieser Ausfiihrungs-
form ist es zweckmdBig, dass der erste optoelektronische
Halbleiterchip 100 eine geringere GroBe aufweist als der

zwelte optoelektronische Halbleiterchip 110. AuBRerdem ist es
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bei dieser Ausfihrungsform zweckmédRig, dass der erste opto-

elektronische Halbleiterchip 100 zumindest teilweise transpa-
rent flir durch den zweiten optoelektronischen Halbleiterchip
110 emittiertes Licht mit einer Wellenladnge aus dem sichtba-

ren Spektralbereich ist.

In einer weiteren Ausfiihrungsform des optoelektronischen Bau-
elements ist dieses ausgebildet wie das anhand der Figur 9
beschriebene optoelektronische Bauelement 40 der vierten Aus-
fihrungsform. Allerdings weist das optoelektronische BRauele-
ment in dieser Ausfihrungsform keinen Trager 300 auf. Der Re-
flektorkdrper 200 weist am Grund 230 der Kavitat 210 keine
Durchbriiche 231, 232, 233 auf. Stattdessen ist die Kavitat
210 des Reflektorkdrpers 200 am Grund 230 geschlossen. Die
optoelektronischen Halbleiterchips 100, 110, 120 sind jeweils
am Grund 230 der Kavitat 210 des Reflektorkdrpers 200 ange-
ordnet und dort elektrisch kontaktiert. Der Reflektorkdrper
200 kann bei diesem optoelektronischen Bauelement beispiels-
weise durch das Verfahren der MID-Technologie hergestellt

sein.

In einer weiteren Ausfithrungsform des optoelektronischen Bau-
elements ist dieses ausgebildet wie das anhand der Figuren 10
und 11 beschriebene optoelektronische Bauelement 50. Aller-
dings ist bei diesem optoelektronischen Bauelement kein Tra-
ger 300 vorhanden. Der Reflektorkdrper 200 weist bei diesem
optoelektronischen Bauelement keinen ersten Durchbruch 231
auf, so dass die Kavitat 210 des Reflektorkdrpers 200 an ih-
rem Grund 230 geschlossen ist. Die optoelektronischen Halb-
leiterchips 100, 110, 120 sind bei diesem optoelektronischen
Bauelement am Grund 230 der Kavitdt 210 des Reflektorkdrpers
200 angeordnet und dort elektrisch kontaktiert. Auch bei die-
ser Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements kann
der Reflektorkdrper 200 beispielsweise durch das Verfahren

der MID-Technologie hergestellt sein.

In einer weiteren Ausfithrungsform des optoelektronischen Bau-

elements ist dieses ausgebildet wie das anhand der Figur 12
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beschriebene optoelektronische Bauelement 60. Allerdings ist
bei diesem optoelektronischen Bauelement kein Trager 300 vor-
handen. Der Reflektorkdrper 200 weist bei diesem optoelektro-
nischen Bauelement keinen ersten Durchbruch 231 auf, so dass
die Kavitat 210 des Reflektorkdrpers 200 an ihrem Grund 230
geschlossen ist. Der erste optoelektronische Halbleiterchip
100 ist bei diesem optoelektronischen Bauelement am Grund 230
der Kavitat 210 des Reflektorkdrpers 200 angeordnet. Der
zwelte optoelektronische Halbleiterchip 110 ist auf der Ober-
seite 101 des ersten optoelektronischen Halbleiterchips 100
angeordnet. Der erste optoelektronische Halbleiterchip 100
und der zweite optoelektronische Halbleiterchip 110 sind bei
diesem optoelektronischen Bauelement am Grund 230 der Kavitat
210 elektrisch kontaktiert. Der Reflektorkdrper 200 kann bei
dieser Ausfiihrungsform des optoelektronischen Bauelements
beispielsweise durch das Verfahren der MID-Technologie herge-

stellt sein.

Im Betrieb der beschriebenen optoelektronischen Bauelemente
10, 20, 30, 40, 50, 60 kann der erste optoelektronische Halb-
leiterchip 100 jeweils in einem Pulsbetrieb betrieben werden,
also wiederholt ein- und ausgeschaltet werden. Dadurch konnen
beispielsweise differentielle Messungen eines Reflexionssig-

nals ermdéglicht werden.

Zur visuellen Maskierung des durch den ersten optoelektroni-
schen Halbleiterchip 100 emittierten Lichts mit einer Wellen-
ladnge aus dem infraroten Spektralbereich ist es zweckmalig,
im Betrieb der optoelektronischen Bauelemente 10, 20, 30, 40,
50, 60 den zweiten optoelektronischen Halbleiterchip 110 und,
falls vorhanden, den dritten optoelektronischen Halbleiter-

chip 120 in einem kontinuierlichen Betrieb zu betreiben.

Alternativ ist es moglich, den zweiten optoelektronischen
Halbleiterchip 110 und, falls vorhanden, den dritten opto-
elektronischen Halbleiterchip 120 in einem zu dem Pulsbetrieb
des ersten optoelektronischen Halbleiterchips 100 antizykli-

schen Pulsbetrieb zu betreiben. Dabei werden der zweite opto-
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elektronische Halbleiterchip 110 und der dritte optoelektro-
nische Halbleiterchip 120 genau dann eingeschaltet, wenn der
erste optoelektronische Halbleiterchip 100 abgeschaltet wird,
und genau dann abgeschaltet, wenn der erste optoelektronische
Halbleiterchip 100 eingeschaltet wird. Bei dieser Retriebsart
leuchtet also stets entweder der erste optoelektronische
Halbleiterchip 100 oder der zweite optoelektronische Halb-
leiterchip 110. Insbesondere falls das durch den zweiten
optoelektronischen Halbleiterchip 110 und, falls vorhanden,
den dritten optoelektronischen Halbleiterchip 120 emittierte
Licht eine &hnliche Helligkeit aufweist wie das wahrnehmbare,
durch den ersten optoelektronischen Halbleiterchip 100 emit-
tierte Licht mit einer Wellenldnge aus dem infraroten Spekt-
ralbereich, wird auch in dieser Betriebsart eine wirksame vi-
suelle Maskierung erreicht. Ein Vorteil eines derartigen
Pulsbetriebs des zweiten optoelektronischen Halbleiterchips
110 und des dritten optoelektronischen Halbleiterchips 120
besteht in einem gegeniiber einem kontinuierlichen BRetrieb re-

duzierten Energieverbrauch.

Die Erfindung wurde anhand der bevorzugten Ausfiihrungsbei-
spiele naher illustriert und beschrieben. Dennoch ist die Er-
findung nicht auf die offenbarten Beispiele eingeschrankt.
Vielmehr kénnen hieraus andere Variationen vom Fachmann abge-
leitet werden, ohne den Schutzumfang der Erfindung zu verlas-

sen.
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BEZUGSZEICHENLISTE

10 optoelektronisches Bauelement

20 optoelektronisches Bauelement

30 optoelektronisches Bauelement

40 optoelektronisches Bauelement

50 optoelektronisches Bauelement

60 optoelektronisches Bauelement

100 erster optoelektronischer Halbleiterchip

101 Oberseite

102 Unterseite

110 zweiter optoelektronischer Halbleiterchip

111 Oberseite

112 Unterseite

120 dritter optoelektronischer Halbleiterchip

121 Oberseite

122 Unterseite

200 Reflektorkorper

201 Oberseite

202 TUnterseite

210 Kavitat

211 erster Abschnitt

212 =zweiter Abschnitt

213 dritter Abschnitt

220 Reflektor

225 Wandung

230 Grund

231 erster Durchbruch

232 zweiter Durchbruch

233 dritter Durchbruch

240 kanalfdérmige Aussparung

250 Aussparung

300 Trager

301 Oberseite
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400 optische Linse

410 kegelformiger Linsenabschnitt
420 Ablenkelement

425 reflektierende Schicht

430 Plattenabschnitt

510 erster Lichtleiter

520 zweiter Lichtleiter

600 optisches Element

610 lichtdurchlassiger Korper
611 Oberseite

612 Unterseite

613 Seitenfléche

620 reflektierende Beschichtung
630 obere Mikrostrukturierung
635 Mikrolinse

640 untere Mikrostrukturierung
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PATENTANSPRUCHE

Optoelektronisches Bauelement (10, 20, 30, 40, 50, 60)
mit einem ersten optoelektronischen Halbleiterchip (100),
der dazu ausgebildet ist, Licht mit einer Wellenldnge aus
dem infraroten Spektralbereich zu emittieren,

und mit einem zweiten optoelektronischen Halbleiterchip
(110), der dazu ausgebildet ist, Licht mit einer Wellen-
lange aus dem sichtbaren Spektralbereich zu emittieren,
wobei das optoelektronische Bauelement (10, 20, 30, 40,
50, 60) einen Reflektorkdérper (200) mit einer Oberseite
(201) und einer Unterseite (202) aufweist,

wobei der Reflektorkdrper (200) eine zu der Oberseite
(201) gedffnete Kavitat (210) aufweist,

wobei eine Wandung (225) der Kavitat (210) einen Reflek-
tor (220) bildet,

wobei der erste optoelektronische Halbleiterchip (100) an

einem Grund (230) der Kavitat (210) angeordnet ist.

Optoelektronisches Bauelement (10, 20, 30, 40, 50, 60)
gemdl Anspruch 1,

wobei der Reflektorkdrper (200) an einem Grund (230) der
Kavitat (210) einen ersten Durchbruch (231) aufweist, der
sich zwischen der Unterseite (202) des Reflektorkdrper
(200) und der Kavitat (210) erstreckt,

wobei der erste optoelektronische Halbleiterchip (100) in

dem ersten Durchbruch (231) angeordnet ist.

Optoelektronisches Bauelement (10, 20, 30, 40, 50, 60)
gemdl Anspruch 2,

wobei das optoelektronische Bauelement (10, 20, 30, 40,
50, 60) einen Trager (300) aufweist,

wobei der Reflektorkorper (200) derart auf dem Trager
(300) angeordnet ist, dass die Unterseite (202) des Re-
flektorkdrpers (200) dem Trager (300) zugewandt ist,
wobei der erste optoelektronische Halbleiterchip (100)

auf dem Trager (300) angeordnet ist.
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Optoelektronisches Bauelement (10, 20, 30, 40, 50, 60)
gemall einem der vorhergehenden Anspriiche,

wobei sich die Kavitat (210) zur Oberseite (201) des Re-
flektorkdrpers (200) trichterfdérmig aufweitet.

Optoelektronisches Bauelement (10, 20, 30, 40, 50, 60)

gemadll einem der vorhergehenden Anspriiche,

wobei das optoelektronische Bauelement (10, 20, 30, 40,
50, 60) eine optische Linse (400) aufweist, die an der
Oberseite (201) des Reflektorkdrpers (200) angeordnet

ist.

Optoelektronisches Bauelement (10, 20, 30, 40, 50, 60)
gemall Anspruch 5,

wobei die optische Linse (400) einen kegelfdrmigen Lin-
senabschnitt (410) aufweist, der sich in die Kavitat
(210) des Reflektorkorpers (200) erstreckt.

Optoelektronisches Bauelement (10, 20) gemaB einem der
Anspriche 5 und 6,

wobei das optoelektronische BRauelement (10, 20) einen
sich von der Unterseite (202) zu der Oberseite (201)
durch den Reflektorkdrper (200) erstreckenden Lichtleiter
(510) aufweist,

wobei der Reflektorkorper (200) derart iber dem zweiten
optoelektronischen Halbleiterchip (110) angeordnet ist,
dass von dem zweiten optoelektronischen Halbleiterchip
(110) emittiertes Licht an der Unterseite (202) des Re-
flektorkdrpers (200) in den Lichtleiter (510) gelangt,
wobei Licht an der Oberseite (201) des Reflektorkdrpers
(200) aus dem Lichtleiter (510) austreten kann.

Optoelektronisches Bauelement (10, 20) gemal Anspruch 7,
wobei iUber der Oberseite (201) des Reflektorkdrpers (200)
ein Ablenkelement (420) so angeordnet ist, dass aus dem
Lichtleiter (510) austretendes Licht in die optische Lin-
se (400) abgelenkt wird.
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10

11

12

13

14

Optoelektronisches Bauelement (10, 20) gemal Anspruch 8,
wobei das Ablenkelement (420) durch eine an der optischen
Linse (400) angeordnete reflektierende Schicht (425) ge-
bildet ist.

.Optoelektronisches Bauelement (30) gemal einem der An-

spriiche 1 bis 6,
wobei die Unterseite (202) des Reflektorkdrpers (200)
Uber einer Oberseite (111) des zweiten optoelektronischen

Halbleiterchips (110) angeordnet ist.

.Optoelektronisches Bauelement (30) gemd@B Anspriichen 2 und

10,

wobei an der Unterseite (202) des Reflektorkdrpers (200)
eine kanalfdérmige Aussparung (240) ausgebildet ist,
wobei sich der erste Durchbruch (231) zu der kanalfdrmi-
gen Aussparung (240) erstreckt,

wobei der zweite optoelektronische Halbleiterchip (110)

in der kanalfdrmigen Aussparung (240) angeordnet ist.

.Optoelektronisches Bauelement (40) gemal einem der An-

spriiche 1 bis 6,
wobei der zweite optoelektronische Halbleiterchip (110)
am Grund (230) der Kavitat (210) angeordnet ist.

.Optoelektronisches Bauelement (40) gemal Anspriichen 2 und

12,

wobei der Reflektorkdorper (200) einen zweiten Durchbruch
(232) aufweist, der sich zwischen der Unterseite (202)
des Reflektorkdrper (200) und der Kavitat (210) er-
streckt,

wobei der zweite optoelektronische Halbleiterchip (110)

in dem zweiten Durchbruch (232) angeordnet ist.

.Optoelektronisches Bauelement (40) gemal Anspruch 13,

wobei die Kavitat (210) einen ersten, sich trichterfdérmig
zur Oberseite (201) des Reflektorkdrpers (200) aufweiten-

den Abschnitt (211) und einen zweiten, sich trichterfor-
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15

le.

17

mig zur Oberseite (201) des Reflektorkdrpers (200) auf-
weitenden Abschnitt (212) aufweist,

wobei der erste Abschnitt (211) und der zweite Abschnitt
(212) einander iberlagert sind,

wobei der erste Durchbruch (231) am Grund (230) des ers-
ten Abschnitts (211) der Kavitat (210) angeordnet ist und
der zweite Durchbruch (232) am Grund (230) des zweiten
Abschnitts (212) der Kavitat (210) angeordnet ist.

.Optoelektronisches Bauelement (50) gemal einem der An-

spriiche 1 bis 6,

wobei das optoelektronische Rauelement (50) ein optisches
Element (600) aufweist, das in der Kavitat (210) so ange-
ordnet ist, dass von dem ersten optoelektronischen Halb-
leiterchip (100) emittiertes Licht und von dem zweiten
optoelektronischen Halbleiterchip (110) emittiertes Licht
zumindest teilweise in das optische Element (600) ge-
langt,

wobei das optische Element (600) ausgebildet ist, von dem
ersten optoelektronischen Halbleiterchip (100) emittier-
tes Licht und von dem zweiten optoelektronischen Halb-

leiterchip (110) emittiertes Licht zu mischen.

Optoelektronisches Bauelement (50) gemall Anspruch 15,
wobei das optische Element (600) einen lichtdurchlassigen
Korper (610) mit einer Oberseite (611) und einer Unter-
seite (612) aufweist,

wobei an sich zwischen der Oberseite (611) und der Unter-
seite (612) erstreckenden Seitenfldachen (613) des licht-
durchlédssigen Korpers (610) zumindest abschnittsweise ei-

ne reflektierende Beschichtung (620) angeordnet ist.

.Optoelektronisches Bauelement (50) gemall Anspruch 16,

wobei die Oberseite (611) des lichtdurchlassigen Korpers

(610) eine Mikrostrukturierung (630) aufweist.
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18.

19.

20

21

22

Optoelektronisches Bauelement (50) gemdal Anspruch 17,
wobei die Mikrostrukturierung (630) eine Mehrzahl von

Mikrolinsen (635) umfasst.

Optoelektronisches Bauelement (50) gemdalR einem der An-
spriiche 16 bis 18,
wobei die Unterseite (612) des lichtdurchlassigen Korpers

(610) eine Mikrostrukturierung (640) aufweist.

.Optoelektronisches Bauelement (50) gemal einem der An-

spriiche 16 bis 19,

wobei der zweite optoelektronische Halbleiterchip (110)
am Grund (230) der Kavitat (210) angeordnet ist,

wobei der lichtdurchlidssige Korper (610) iber dem ersten
optoelektonischen Halbleiterchip (100) und lber dem zwei-
ten optoelektronischen Halbleiterchip (110) angeordnet
ist,

wobei die Unterseite (612) des lichtdurchlassigen Korpers
(610) dem ersten optoelektronischen Halbleiterchip (100)
und dem zweiten optoelektronischen Halbleiterchip (110)

zugewandt ist.

.Optoelektronisches Bauelement (50) gemal einem der An-

spriiche 16 bis 19,

wobei der lichtdurchlidssige Korper (610) iber dem ersten
optoelektonischen Halbleiterchip (100) angeordnet ist,
wobei die Unterseite (612) des lichtdurchlassigen Korpers
(610) dem ersten optoelektronischen Halbleiterchip (100)
zugewandt ist,

wobei der zweite optoelektronische Halbleiterchip (110)
seitlich neben dem lichtdurchlédssigen Korper (610) ange-
ordnet ist,

wobei eine Strahlungsemissionsseite des zweiten opto-
elektronischen Halbleiterchips (110) einer Seitenfléache

(613) des lichtdurchlassigen Korpers (610) zugewandt ist.

.Optoelektronisches Bauelement (60) gemal einem der An-

spriiche 1 bis 6,
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23

24

25.

26.

277

28

wobei der zweite optoelektronische Halbleiterchip (110)
auf einer Oberseite (101) des ersten optoelektronischen

Halbleiterchips (100) angeordnet ist.

.Optoelektronisches Bauelement (60) gemall Anspruch 22,

wobei eine Oberseite (111) des zweiten optoelektronischen
Halbleiterchips (110) eine geringere GroBe aufweist als
die Oberseite (101) des ersten optoelektronischen Halb-
leiterchips (100).

.Optoelektronisches Bauelement (60) gemal einem der An-

spriche 22 und 23,

wobei der zweite optoelektronische Halbleiterchip (110)
zumindest teilweise transparent fiir durch den ersten
optoelektronischen Halbleiterchip (100) emittiertes Licht

ist.

Optoelektronisches Bauelement (10, 20, 30, 40, 50, 60)
gemadll einem der vorhergehenden Anspriiche,
wobei der zweite optoelektronische Halbleiterchip (110)

als volumenemittierender Halbleiterchip ausgebildet ist.

Optoelektronisches Bauelement (10, 20, 30, 40, 50, 60)
gemadll einem der vorhergehenden Anspriiche,

wobei der zweite optoelektronische Halbleiterchip (110)
ausgebildet ist, Licht mit einer Wellenladnge aus dem ro-

ten Spektralbereich zu emittieren.

.Optoelektronisches Bauelement (20, 30, 40, 50, 60) gemal

einem der vorhergehenden Anspriiche,

wobei das optoelektronische Bauelement (20, 30, 40, 50,
60) einen dritten optoelektronischen Halbleiterchip (120)
aufweist, der dazu ausgebildet ist, Licht mit einer Wel-
lenlange aus dem sichtbaren Spektralbereich zu emittie-

ren.

.Verfahren zum Betreiben eines optoelektronischen Bauele-

ments (10, 20, 30, 40, 50, 60), das gemadl einem der vor-
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hergehenden Anspriiche ausgebildet ist,

wobei der erste optoelektronische Halbleiterchip (100) in
einem Pulsbetrieb betrieben wird,

wobei der zweite optoelektronische Halbleiterchip (110)
in einem kontinuierlichen Betrieb oder einem zu dem Puls-
betrieb des ersten optoelektronischen Halbleiterchips

(100) antizyklischen Pulsbetrieb betrieben wird.
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Seite 3, Zeilen 16-26; Abbildung 2

_/__

Weitere Verdffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veréffentlichungen

"A" Veréffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert,
aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" fruhere Anmeldung oder Patent, die bzw. das jedoch erst am oder nach
dem internationalen Anmeldedatum veréffentlicht worden ist

scheinen zu lassen, oder durch die das Veréffentlichungsdatum einer

soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie
ausgefuhrt)
"O" Veréffentlichung, die sich auf eine miindliche Offenbarung,
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kann allein aufgrund dieser Veroéffentlichung nicht als neu oder auf
erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet werden

Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung
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